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1. 研究背景 

Ba1−𝑥Sr𝑥V13O18 は V三角格子から三角形が周期的に

抜けた構造になっている。V の形式価数は+2.62 であ

り，電荷・軌道の自由度をもつ。室温では V が四量体

を形成しており，温度を下げていくと，𝑇CO で孤立した

V に電子が局在する電荷整列が起こる。さらに低温の 

𝑇tr で一部の四量体が三量体に組み変わる相転移が起

こる[1][2]。オフストイキオメトリーによって三量体相

転移の消失した BaV13O18  において，劈開面を用いた

光学反射測定が行われているが，三量体相での光学測定

は行われていなかった[3]。 

 本研究では，三量体相転移を起こす Ba0.9Sr0.1V13O18 

単結晶の作製を試み，得られた試料で磁化測定・電気抵

抗測定・光学測定を行った。 

2. 実験方法 

 Ba2V2O7，Sr2V2O7，V2O3，V を化学量論比で混合し，

還元雰囲気下，融点直下で多結晶を作製した。得られた

多結晶から，還元雰囲気下で Floating Zone法を行うこ

とで単結晶を作製した。試料の結晶方位を背面 Laue法

によって決定し，磁化率と電気抵抗率を測定した。作製

した試料の劈開面を使って，可視光・近赤外領域で光学

反射測定を行った。測定した反射率スペクトルから，

Kramers–Kronig 変換を行い，光学伝導度スペクトル

を算出した。 

3. 実験結果と考察 

 図 1 に磁化率と電気抵抗率を示す。磁化率は 𝑇CO =

210 K で電荷整列に伴って減少し，𝑇tr = 80 K 付近では

三量体相転移によって急激に減少する。抵抗率は 

𝑇CO = 210 K で増加し， 𝑇tr = 80 K 付近では 𝒂 軸方向

が減少し 𝒄 軸方向で増加している。図 2に，𝒂 軸方向

の光学伝導度を示す。210 K での電荷整列相転移によ

り，0.25 eV以下の光学伝導度が高エネルギー側へシフ

トしている。これは電荷整列相転移しか起こさない先行

研究の結果[3]と同じである。一方，三量体相では 0.5 eV

以下の光学伝導度が大きく抑制された。図 3に，0.5 eV

以下の光学伝導度を積分した Spectral Weightを示す。

電荷整列相転移では Spectral Weight の変化がほぼな

いのに対し，三量体相転移では大きく減少している。こ

のことから，三量体相転移での電子構造の変化は電荷整

列相転移より高いエネルギー領域から起こることがわ

かった。 
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図 1 (a) 磁化率  (b)電気抵抗率 

 
図 2 光学伝導度 

 
図 3 Spectral Weight 



 


